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はじめに 

3~5ミクロン帯の中赤外波長域には CO、CO2や炭化水素系ガスの光吸収線があり、この波長の

レーザ、受光素子の実現により小型で高感度なセンサの実現が可能となる。本研究では、中赤外

波長帯域の Type-Ⅰ型ヘテロ構造デバイスの実現を目標としている。中赤外用材料に用いられるア

ンチモン系材料は低温成長が必要であるが、III族に Alを多く含む混晶の有機金属気相成長

(MOVPE)法では炭素の混入が問題となるため、従来多く使われているトリメチルアルミニウム

（TMAl）に替わる材料の検討がなされてきた(1)-(3)。我々は InAs基板上のデバイスにおいてクラ

ッドや障壁層に用いる AlGaAsSbの成長にあたり、トリイソブチルアルミニウム(TIBAl)を使う検

討を行い、結晶性、不純物の量の比較を行ったので報告する。 

実験方法、結果 

InAs 基板上に AlGaAsSb を TMAl と TIBAl を用いて MOVPE で成長した。成長温度は 500℃、

両試料ともに Al組成 45-50%、As組成は約 14 %とした。膜厚は 120-130 nmであった。それぞれ

のAlGaAsSbのX線回析(XRD)スペクトルを Fig1(a),(b)に示す。両方ともに明瞭なフリンジが見え、

モフォロジも良好であった。Fig.2はSIMSにより炭素濃度の深さ方向濃度分布を比較した。AlGaAs

で校正しているため濃度は参考値となるが、相対的に両試料での大きな差は見られなかった。 

まとめ 

 今回 Al 材料として TMAl と TIBAl を用いて InAs 基板上に AlGaAsSb を成長したところ、両試

料とも良好な表面モフォロジで、炭素不純物濃度は同等であった。今後更なる不純物の低減を行

い、ドーピングしたクラッド層を用いたデバイス作製を目指す。 
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Fig1 (a)XRD spectrum using TMAl. (b) XRD spectrum using TIBAl.  Fig.2 Carbon concentration profile. 
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